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ALD 공정에서의 플라즈마 응용

Application of Plasma Processes in Atomic Layer Deposition
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초 록: 원자층 단위의 정밀 제어가 가능한 원자층 증착법(Atomic Layer Deposition)은 반도체, 디스플레이, 에너지, MEMS  
등 다양한 분야에서 점차 그 응용 범위를 확대하고 있다. 응용분야의 확대와 함께, 물질적 측면에서는 산화물 위주의 적용
에서 나아가 금속층, 질화물 등 다양한 물질 개발로 이루어져 왔으며, 이는 precursor의 개발과 함께 공정적 측면에서 
plasms를 이용한 plasma-enhanced atomic layer deposition (PEALD)의 개발과 함께 이루어져 왔다. 본 발표에서는 ALD 공
정에서의 플라즈마의 활용에 대하여 논의하고, ALD 공정에서의 플라즈마 적용에 따른 영향을 살펴보았다.

1. 서론

원자층 증착법(ALD; Atomic Layer Deposition)은 원료물질과 반응물질간의 시분할 공급에 의해, 우수한 대면적 균일도, 3D 
구조상의 우수한 Step Coverage와 함께 정밀한 원자층 단위의 두께 제어가 가능한 장점으로 인하여 반도체 분야에서의 
필수적인 공정으로 자리잡게 되었다. 최근 원자층 증착법은 새로운 응용분야로 그 적용이 확대되고 있으며, 최근 
디스플레이 산업, 태양전지, 연료전지와 같은 에너지 분야 및 나노 소자로의 적용이 이루어지고 있다. 

2. 본론

  주로 산화물 위주로 적용되었던 ALD 기술은 elementary 금속, 질화물 및 황화물 등 다양한 물질로 확대가 이루어지고 
있다. Thermal energy만을 활용한 ALD 기술의 경우 이러한 물질들을 저온에서 증착하기 위한 precursor의 개발 부재, 
그리고 증착이 되더라도 낮은 밀도 및 불순물을 가지는 등의 다양한 문제점이 알려져 있으며, 이러한 문제를 해결하기 
위해 다양한 외부 에너지를 활용하고자 하는 노력이 있어왔다. 특히 plasma는 ALD의 외부에너지 원으로서 가장 널리 
연구개발이 진행되어 왔다. ALD에서의 plasma는 ion bombardment에 의한 밀도 증가 및 밀착특성 증가, ALD process 
time의 감소, 그리고 elementary metal 증착, 그리고 고온의 증착온도 등 종래 Thermal 방식의 ALD의 문제점들을 
개선하기 위한 용도로 연구개발이 이루어져 왔으며, 이를 통해 다양한 물질의 증착 및 물성의 구현이 가능해지게 되었다. 

3. 결론

 플라즈마는 ALD의 물질적, 물성적 측면에서의 문제점들을 해결하고 개선하기 위하여 활용되어 왔으며, 본 발표에서는 
ALD 공정에서의 플라즈마의 활용에 따른 특성 개선의 예를 소개하고, PEALD 공정의 나아갈 방향에 대해 소개하고자 한
다.
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